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Réponses exclusivement sur le sujet. Si vous manquez de place,
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Exercice 1. Transistors bipolaires : Etude des petits signaux (6 points)

Considérons le montage amplificateur suivant :
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o les condensateurs sont considérés comme des condensateurs de liaison ou de
découplage.

* v, estla tension sinusoidale délivrée par le générateur d’entrée.

e v est la tension sinusoidale a I'entrée de {"amplificateur

e U est la tension sinusoidale de sortie de 'amplificateur.
1. A quoisert |la source de tension continue V.7

a- A bloquer le transistor. ¢- Asaturer le transistor.
A polariser le transistor dans sa d- Arien.
zone linéaire.

2. Rdle des condensateurs de liaison:

a- |ls ne servent a rien.

Ils permettent de couper les composantes continues, car ils sont équivalents a des
interrupteurs ouverts en régime continu.

- c- lls permettent de couper les composantes variables, car ils sont équivalents a des
interrupteurs cuverts en régime variable.

d- s bloquent tout type de signal.
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On donne :
Rp = 150kQ, Re = 1k}, Ry = Rgy = 5000, Voo = 10V,
5 =150, Vg = 0,7V si la jonction Base-Emetteur est passante.
3. Ce transistor fonctionne en mode :
el linéaire b- bloqué c- saturé

4. lLe courant /. vaut:

¥ a- 9,3mA 4,65 mA ¢ 5ma d- 31u4

5. Etablir le schéma équivalent en Alternatif {Régime petits signaux).
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6. Déterminer I'expression littérale de 'amplification en tension 4,,. (on supposera que 1+ B = B et
on négligera la résistance de sortie du transistor - Exprimez v et u en fonction de i,)

A = r,fb+j@+!)(%%J°b f::(F'}/g QQ}J})
éu V\?ZSSLS,L () Q}‘ O aﬁ)ocji Qc//(?u.

=0 Al - ,___Q_.M_._@E__ /{Cb
QL\"&‘QL

o Ay 2o g Rube
= N I, /‘Zﬁ(ﬁf&&) (r—%@a)'

2/6



EPITA / InfoS4 Mars 2018

Exercice 2. Transistors a effet de champ — Amplificateur {10 points)

Soit le schéma ci-dessous ;
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* Lles condensateurs sont considérés comme des condensateurs de liaison ou de découplage.
* v, estun signal variable pouvant &tre considéré comme petit.

* vy est la tension sinusoidale a "entrée de 'amplificateur

*  Vgyr est la tension sinusoidale de sortie de Famplificateur.

° VCC =12V 41y (mA)
L RG - le.
e Le transistor est caractérisé par les courbes ci-contre, Vs = 0V

et par une transconductance s : Voo = AV

Gs = =

A. Etude de la polarisation Vg = -2V

1. Etablir le schéma équivalent en continu {schéma . Vos (V)

de polarisation). 10 15 -
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2. On veut polariser le transistor avec Vg5 = —1V, Rgy = 2500, Rg, = 2500 et Ry = 1k(.
Montrer gue le transistor fonctionne dans sa zone chmique. Déterminer alors la résistance
Drain-Source et l'intensité du courant de drain.

-~

oL O- \/QS:-—V%S =0 r-:r—-_g = —.U@S - p?mﬂ <?mﬂ_
QS\"*&Z
:57029- /JC(QUJ.D;S}“O( $OQQL\‘O\AM CLOU—U’J /20, Tone_ A
OL\\J\J\‘\ PAM_ :
s - 25 _3usSs Q. u
>R

Ty = % = ZmA e

3. Onveut maintenant travailler dans les conditions suivantes :

o Potentiel de la source : 1V
e Potentiel du drain : 8V

Le transistor est-il polarisé dans sa zone de fonctionnement linéaire ? (justifiez votre
réponse. Toute réponse non justifiée ne sera pas comptabilisée).

Vps = B-A =345V 5 ) cowniShor
s:POnLL;O\A\A«L Ao 20 Zows. —/Q,\\/Liqurc. .

Comment choisir la résistance Ry et quelle relation doit exister entre Rgq et Ry, pour
obtenir ces valeurs de potentiels ?
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e V= Vg = AV :(stasg I

=5 QS‘—\-QSL = __g‘_\_:b = /L?S"JL
S0

Pt
%

B. Etude des petits signaux

Dessiner le schéma équivalent petits signaux du montage.
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Exercice 3. Principe de fonctionnement d'un JFET Canal N (4 points)

Compléter le texte a trous suivant (8 trous a remplir).

Principe de fonctionnement : Le canal N, entre le drain et la source, constitue un dipdle qui sera

conducteur selon |a valeur de la tension }gﬁz‘) .Ona:
o Si cette tension est négative et supérieure a V., le canal Drain-Source est
-
¢ Sielle est inférieure a Vg, le canal Drain-Source est L;"\ADFM
La tension V/; est une caractéristique du transistor. On 'appelle la tension de l—;-h.c}tﬂrgﬂ\
Pour un JFET Canal N, elle est de |'ordre de =5V,

Lorsque le transistor est conducteur, il peut présenter deux types de fonctionnement selon la
tension \f_@,s

¢ 5i cette tension est positive et inférieure 3 Vp, on dit que le transistor fonctionne

e Sicette tension est supérieure a Vp, on dit que le transistor fonctionne dans sa zone
-2
"QJ\A&Q—‘FQ ......................
La tension Vp est appelée tension de ?inc&LWﬂ.MS; ............. du transistor. Elle est de I'ordre
de 2 a 3V pour un JFET Canal N.
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